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MOSFET IN REGIONE DI SATURAZIONE
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POLARIZZAZIONE DEL SUBSTRATO CANALE N

V205N,

C

oXx

AV; = (\/ZV/B Vs — \/2‘//3 )

TENSIONE DI SOGLIA CANALE P

_ \/zgSqND(Zl//B) _
C

0X

Vi =V

2y
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